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Low temperature synthesis and physicochemical characterization of Al2O₃ thin films 
formed by oxygen plasma irradiation on Al (CH3) 3 condensed layer.  
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はじめに 

著者らは、クライオ温度領域(70～190K)においてトリメチルアルミニウ

ム(TMA)を Si 基板上に真空蒸着し、O₂/Rg（Rg:希ガス He, Ar）混合ガスの

放電により生起した電子や活性種（He,Ar*, O ラジカル)を照射することに

より Al₂O₃薄膜を合成してきた[1]。本講演では、低温酸化プロセスと欠陥

評価および電気特性評価について報告する。 

実験方法と評価方法 

超高真空下にてHe冷凍機により極低温に冷却したSi(100)基板(φ4inch)

上に Ar 希釈トリメチルアルミニウム（TMA；Al(CH₃)₃）の混合ガスを照射

し、Ar/O₂-DC 放電により励起した電子, Ar*, O ラジカルを別のノズルから

連続的に同時照射することにより AlOx 薄膜を連続的に形成した。反応生

成物及び揮発性物質を四重極分析計により昇温脱離ガス分析した。分光エ

リプソメトリー（SE）により膜厚および光学定数（屈折率 n、消衰係数 k）

を求めた。また XPS により化学結合状態や化学組成比について求めた。さ

らに C-V 測定により電気特性評価、電子スピン共鳴法（ESR）により欠陥評

価を行った。 

結果と考察 

 基板温度 190K, 成膜時間 50min で合成した AlOx の XPS 測定
結果を Fig. 1 に、PMA 処理後の C-V 測定結果を Fig. 2 に⽰す。
Fig. 1 から薄膜の組成⽐は Al:O=1:1.6 と Al2O3の理論的組成⽐に
近いことが分かった。さらに、Ar+(3keV)エッチングにより薄膜内
のカーボン不純物濃度は低いことが分かった。In-situ SE から成膜
レートは 1.6nm/min であった。Cauchy モデルを⽤い解析した結
果、膜厚は 82.5nm であり、屈折率 n は 1.5 であった。ESR 測定か
ら⽋陥密度は⼩さかった。C-V 測定（Fig. 2）から Al₂O₃薄膜は良好
な絶縁性を⽰した。⽋陥密度と界⾯準位密度はポストアニールにより低
減されることが分かった。 
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Fig. 1. XPS spectra of Al(2p), O(1s) 
and Si(2p) from Al2O3 thin film. 

Fig. 2. C-V curves of Al2O3.  
as-depo: as deposition PMA: Posit 
Meatallization Annealing. 
(N2+10%H2,, 400℃, 30min) 
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